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Beschreibung 

[0001] Die Erfindung betrifft ein Erzeugnis und ein Ver- 
fahren zur HersteUung eines Erzeugnisses. 
[0002] Der Trend in der Aufbau- und Verbindungstechnik 5 
fiihrt zu immer kleineren IC-Gehausebauformen. Bei den 
Chip-Size-Packages beansprucht das IC-Package nur noch 
den Platz der reinen Siliziumflache. Die Umwandlung der 
nackten Chips in Chip-Size- Packages erfolgt beim kosten- 
giinstigsten Verfahren, dem Wafer-Level-Packaging, auf io 
Waferebene. Mit einer zusatzlichen Isolationslage und einer 
strukturierlen Metallisierungslage werden die an den Chip- 
randem dicht aneinander liegenden Chip-Pads auf den 
Chips flachig in einem Raster verteilL Diese neu geschaf- 
fene Leiterlage liegt je nach Dicke der Isolationslage 5 urn 15 
bis 10 um iiber der Chipschaltung. 

[0003] Das Chip-Size-Package wird auf einem Verdrah- 
tungstrager montiert und mit passiven Bauelementen be- 
schaltet. 

[0004] Der Erfindung liegt die Aufgabe zugrunde, ein Er- 20 
zeugnis und ein Verfahren zur Herstellung eines Erzeugnis- 
ses anzugeben, bei denen auf das kostenin tensive und Platz 
beanspruchende nachtragliche Verschalten des Erzeugnisses 
mit passiven Bauelementen auf einem Verdrahtungstrager 
verzichtet werden kann. 25 
[0005] Die Aufgabe wird durch die Erfindungen der unab- 
hangigen Anspriiche gelost. Weiterbildungen sind in den ab- 
hangigen Anspriichen angegeben. 

[0006] Dementsprechend weist das Erzeugnis Erzeugnis- 
kontaktstellen auf. Diese Erzeugniskontaktstellen dienen 30 
zur Kontaktierung von im Erzeugnis enthaltenen Schaltun- 
gen. An dem Erzeugnis, vorzugsweise an zumindest einer 
Seite des Erzeugnisses, ist eine Umverdrahtungslage ange- 
ordnet Die Umverdrahtungslage umfasst vorzugsweise zu- 
mindest eine Isolationslage und eine strukturierte Metalli- 35 
sierungslage. Die strukturierte Metallisierungslage besteht 
im Wesentlichen aus Umverdrahtungsverbindungen zur 
Kontaktierung der Erzeugniskontaktstellen mit Umverdrah- 
tungskontaktstellen. Von diesen Umverdrahtungskontakt- 
stellen kann das Erzeugnis weiter kontaktiert werden, wenn 40 
es auf einem Verdrahtungstrager, beispielsweise einer Lei- 
terplatte, montiert wird. 

[0007] Die Umverdrahtungslage weist weiterhin zwischen 
zumindest einer Erzeugniskontaktstelle und zumindest einer 
Umverdrahtungskontaktstelle zumindest ein zur Umver- 45 
drahtungsverbindung zusatzliches passives Bauelement auf. 
Grundsatzlich stellt jede Umverdrahtungsverbindung, die 
beispielsweise in Form einer Umverdrahtungsleiterbahn 
realisiert sein kann, von sich aus ein passives Bauelement 
dar, das einen Widerstand, eine Kapazitat und eine Indukti- 50 
vitat hat. Das zusatzliche passive Bauelement ist iiber die 
Umverdrahtungsverbindung hinaus eingefugt, um einen ge- 
wiinschten Widers lands-, Kapazitats- und/oder Induktivi- 
tatswert zu erzeugen. Dadurch kann auf eine nachtragliche 
Verdrahtung mit externen passiven Bauelementen und auf 55 
diese Bauelemente selbst verzichtet werden oder es kann zu- 
mindest die Anzahl der Bauelemente reduziert werden. 
[0008] Vorzugsweise ist das passive Bauelement inner- 
halb der Umverdrahtungslage angeordnet So ergibt sich ein 
besonders kompakter und montagefreundlicher Aufbau. 60 
[0009] Das passive Bauelement kann ein Widerstand, ein 
Kondensator und/oder eine Indukti vitat sein. 
[0010] Das Erzeugnis ist insbesondere ein Halbleiterbau- 
element und/oder ein Oberflachen- bzw. Volumenwellen- 
bauelement in Form eines Chips. Erzeugnis und Umver- 65 
drahtungslage bilden dann zusammen ein Chip-Size-Pak- 
kage. 

[0011] Das passive Bauelement enthalt vorzugsweise ein 
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Dielektrikum und/oder ein Widers tan ds material bzw. wird 
durch dieses realisiert. Als Dielektrikum bieten sich Titan- 
oxid T1O2 und/oder Tantaloxid T^O^ an, die beispielsweise 
durch ein Sputterverfahren aufgebracht und fotolithogra- 
fisch strukturiert werden konnen. Als Widers Lands material 
sind vorzugsweise Materialien mit einem erhbhten spezifi- 
schen Widerstandswert im Vergleich zum spezifischen Wi- 
derstandswert des Umverdrahtungsmaterials heranzuziehen. 
[0012] Die Herstellung des passiven Bauelementes lasst 
sich recht giinstig in den Herstellungsprozess integrieren, 
wenn dieses zwischen der Erzeugniskontaktstelle und/oder 
der Umverdrahtungskontaktstelle einerseits und der Umver- 
drahtungsverbindung andererseits angeordnet ist. Am ko 
stengiinstigsten ist dabei die Anordnung zwischen der Er- 
zeugniskontaktstelle und der Umverdrahtungsverbindung. 
[0013] Um den Wert des passiven Bauelementes auf einen 
gewiinschten Wert einzustellen, kann die Erzeugniskontakt- 
stelle und/oder die Umverdrahtungskontaktstelle zumindest 
teilweise von einer weiteren Isolationslage iiberdeckt sein, 
die nur eine Offnung der Kontaktstelle in einer vorgegebe- 
nen GroBe ubrig lasst 

[0014] Eine weitere oder zusatzliche Moglichkeit der Ein- 
stellung des Wertes des passiven Bauelements besteht in ei- 
ner entsprechenden Wahl der Dielektrizitatskonstante und/ 
oder der Dicke des Dielektrikums bzw. der Dicke und/oder 
des spezifischen Widerstandswerts des Widerstandsmateri- 
als. 

[0015] Alternativ oder zusatzlich zu einer Anordnung 
zwischen Kontaktstelle und Umverdrahtungsverbindung 
kann das Dielektrikum und/oder das Widerstandsmaterial 
zur Realisierung des passiven Bauelements auch in einer 
Unterbrechung der Umverdrahtungsverbindung angeordnet 
sein. Auch hier bestehen Moglichkeiten zur Einstellung ei- 
nes gewiinschten Wertes des passiven Bauelementes, etwa 
durch die Lange der Unterbrechung und/oder durch die 
Wahl des Dielektrikums mit einer gewiinschten Dielektrizi- 
tatskonstante und/oder des Widers tandsmateri als mit einem 
gewiinschten spezifischen Widerstand. 
[0016] Insbesondere fur die Anwendung in einem Chip- 
Size-Package weist die Umverdrahtungslage eine Hone von 
3 um bis 30 um auf. 

[0017] Ein Verfahren zur Herstellung eines Erzeugnisses 
mit einer Umverdrahtungslage, die ein passives Bauelement 
aufweist, sowie Ausgestaltungen des Verfahrens ergeben 
sich entsprechend den beschriebenen bevorzugten Ausge- 
staltungen des Erzeugnisses mit der Umverdrahtungslage. 
[0018] Wesentliche Merkmale und Vorteile der Erfindung 
sind der Beschreibung eines Ausfuhrungsbei spiels anhand 
der Zeichnung zu entnehmen. Dabei zeigt 
[0019] Fig. 1 ein Erzeugnis mit einer Umverdrahtungs- 
lage. 

[0020] In Fig. 1 erkennt man ein Erzeugnis 1 in Form ei- 
nes Siliziumchips, das eine Erzeugniskontaktstelle 2 in 
Form eines Aluminiumpads aufweist. Im nicht von der Er- 
zeugniskontaktstelle 2 bedeckten Bereich des Erzeugnisses 
1 tragt dies an seiner Oberflache eine erste Passivierungs- 
lage 3 aus Siliziumnitrit (Si3N 4 ), auf der eine zweite Passi- 
vierungslage 4 angeordnet ist, die als Isolationslage aus 
Polyimid besteht. Ein derartiger Schichtaufbau wird in der 
Regel bereits im Frontend hergestellL 
[0021] Der Packaging-Prozess beginnt mit dem Aufbrin- 
gen einer dritten Passivierungslage 5 in Form einer weiteren 
Isolationslage aus Polyimid auf dem Wafer. Hierbei kann 
die GroBe der Offnung der weiteren Isolationslage 5 iiber 
der Erzeugniskontaktstelle 2 eingestellt werden, um damit 
den Wert des in die Umverdrahtungslage zu integrierenden 
passiven Bauelementes zu steuern, also beispielsweise die 
Kapazitat eines integrierten Kondensators zu bestimmen. 
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[0022] AnschlieBend wird ein geeignetes Dielektrikum 6, 
beispielsweise Utanoxid oder Tantaloxid, durch ein Sputter- 
verfahren oder ein anderes geeignetes Verfahren aufge- 
bracht und so fotolithografisch strukturiert, dass es die Er- 
zeugniskontaktstellenoffnung in der weiteren Isolationsiage 5 
5 Uberdeckt 

[0023] Danach wird in dem Bereich, in dem spater eine 
Umverdrahtungsverbindung erstellt wird, eine Haftlage 7 
beispielsweise aus Titan und Kupfer aufgebracht 
[0024] Daran schlieBt sich ein weiterer fotolithografischer to 
Strukturierungsschritt zur Herstellung der Umverdrahtungs- 
verbindung 8 an, die zum Beispiel aus CuNiAu galvanisch 
erzeugt wird. Aufgebrachter Fotolack wird danach ent- 
schichtet und die uberfliissigen Titan-Kupfer-Flachen wer- 
den geatzt 15 
[0025] Es folgt das Aufbringen einer vierten Passivie- 
rungslage 9, die beispielsweise wiederum aus Polyimid be- 
stehen und auch als Lotstopp dienen kann. 
[0026] Vorzugsweise fotolithografisch wird in der vierten 
Passivierungsschicht 9 eine Offhung iiber der Umverdrah- 20 
tungsverbindung 8 erzeugt. AnschlieBend wird durch einen 
Lotpasten-Schablonendruck und einen Reflow-Prozess eine 
Umverdrahtungskontaktstelle 10 in Form einer Lotkugel zur 
Kontaktierung auf einem Verdrahtungstrager, zum Beispiel 
einer Leiterpiatte, hergestellt. 25 
[0027] Im dargestellten Ausfuhrungsbeispiel wird durch 
das Dielektrikum 6 zwischen der Erzeugniskontaktstelle 2 
einerseits und der Umverdrahtungsverbindung 8 anderer- 
seits ein passives Bauelement realisiert, das im Wesentli- 
chen einen Kapazitatswert aufweist und deshalb als Kon- 30 
densator fungiert. Der Kapazitatswert kann durch die GroBe 
der Orrhung der weiteren Isolationsiage 5 iiber der Erzeug- 
niskontaktstelle 2 sowie durch die Dicke und die Dielektri- 
zitatskonstante des Dielektrikums 6 eingestellt werden. 
[0028] Ein passives Bauelement, das im Wesentlichen ei- 35 
nen Widerstandswert aufweist und damit als Widerstand 
fungiert, lasst sich beispielsweise durch eine Unterbrechung 
der Umverdrahtungsverbindung realisieren. Der Wider- 
standswert kann durch die Lange und Breite der Unterbre- 
chung der Umverdrahtungsverbindung sowie die Dicke und 40 
den speziflschen Widerstand des gewahlten Widerstandsma- 
terials variiert werden. 

[0029] Insgesamt kann durch eine einzige zusatzliche, 
strukturierte Schicht kostengiinstig ein passives Bauelement 
in die Umverdrahtungslage integriert werden. 45 

Patentanspriiche 



4. Erzeugnis nach zuinindest einem der vorhergehen- 
den Anspriiche, dadurch gekennzeichnet dass das Er- 
zeugnis (1) ein Halbleiter-Bauelement, ein Oberfla- 
chenwellen-Bauelement und/oder ein Volumenwellen- 
Bauelement ist. 

5. Erzeugnis nach zumindest einem der vorhergehen- 
den Anspriiche, dadurch gekennzeichnet, dass das pas- 
sive Bauelement (6) durch ein Dielektrikum, insbeson- 
dere Utanoxid und/oder Tantaloxid, und/oder ein Wi- 
derstandsmaterial realisiert ist 

6. Erzeugnis nach zumindest Anspruch 5, dadurch ge- 
kennzeichnet, dass das Dielektrikum und/oder das Wi- 
derstandsmaterial zwischen der Erzeugniskontaktstelle 
(2) und/oder der Umverdrahtungskontaktstelle (10) ei- 
nerseits und der Umverdrahtungsverbindung (8) ande- 
rerseits angeord.net ist. 

7. Erzeugnis nach zumindest Anspruch 6, dadurch ge- 
kennzeichnet, dass die Erzeugniskontaktstelle (2) und/ 
oder die Umverdrahtungskontaktstelle (10) zumindest 
teilweise von einer weiteren Isolationsiage (5) uber- 
deckt ist, urn den Wert des passiven Bauelements (6) 
einzustellen. 

8. Erzeugnis nach zumindest Anspruch 5, dadurch ge- 
kennzeichnet, dass das Dielektrikum und/oder das Wi- 
der s tan ds m ateri al in einer Unterbrechung der Umver- 
drahtungsverbindung angeordnet ist. 

9. Erzeugnis nach zumindest einem der vorhergehen- 
den Anspriiche, dadurch gekennzeichnet, dass die Um- 
verdrahtungslage (3, 4, 5, 7, 8, 9, 10) eine Hone von 
3 um bis 30 urn aufweist 

10. Verfahren zur Herstellung eines Erzeugnisses mit 
einer Umverdrahtungslage nach zumindest einem der 
Anspriiche 1 bis 9. 



Hierzu 1 Seite(n) Zeichnungen 



1. Erzeugnis (1) mit Erzeugniskontaktstellen (2), an 
dem eine Umverdrahtungslage (3, 4, 5, 7, 8, 9, 10) an- 50 
geordnet ist, die Umverdrahtungskontaktstellen (10) 
aufweist und Umverdrahtungsverbindungen (8) zur 
Kontaktierung der Erzeugniskontaktstellen (2) mit den 
Umverdrahtungskontaktstellen (10), dadurch gekenn- 
zeichnet, dass die Umverdrahtungslage (3, 4, 5, 7, 8, 9, 55 
10) elektrisch zwischen zumindest einer Erzeugniskon- 
taktstelle (2) und zumindest einer Umverdrahtungs- 
kontaktstelle (10) zumindest ein zur Umverdrahtungs- 
verbindung zusatzliches passives Bauelement 6 auf- 
weist. 60 

2. Erzeugnis nach zumindest Anspruch 1, dadurch ge- 
kennzeichnet, dass das passive Bauelement (6) in der 
Umverdrahtungslage (3, 4, 5, 7, 8, 9, 10) angeordnet 
ist. 

3. Erzeugnis nach zumindest einem der vorhergehen- 65 
den Anspriiche, dadurch gekennzeichnet, dass das pas- 
sive Bauelement (6) ein Widerstand, ein Kondensator 
und/oder eine Induktivitat ist 



BEST AVAILABLE COPY 



ZEICHNUNGEN SEITE 1 Nummer: DE102 03 397A1 

IntCI. 7 : H OIL 23/50 

Offenlegungstag: 21. August 2003 



fa 




in 



GO 



.103 340/67 



